
Tokyo Tech

n-wellを描く

Inverter layout (1)-a

p型基板とn-

wellコンタクトの
ためのp-active、
n-activeを描く
n-wellを描く

ソース、ドレイン
のためのp-

active、n-active

を描く

poly-Siゲートを
描く。
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nMOS、pMOSともに W/L=3である。



Tokyo Tech

Contact孔を
描く

Inverter layout (1)-b

M１配線を行う。 Via-1を描く

Metal-2を描く
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Input outuput



Tokyo Tech

⑦

2-input NAND

Input B

Input A

Output

VDD

GND

Without metal-2 Input A Output Input BnMOS、pMOSともに
W/L=3である。



Tokyo Tech2-input NOR

⑦

Without metal-2

Input B

Input A

Output

VDD

GND

Input A Output Input BnMOS、pMOSともに
W/L=3である。


